
化学気相堆積法により成膜した立方晶 BNからの電界放出特性 

Field emission properties of cubic BN synthesized by chemical vapor deposition 
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次世代半導体露光技術としてマルチ電子線

リソグラフィが提案されている[1].。 安定性向

上のため，電子源材料には機械・熱的強度や耐

腐食性が必要である。これらの条件を満たす材

料のひとつに立方晶窒化ホウ素 (c-BN) があ

る。さらに c-BN は負の電子親和力 (NEA，

negative electron affinity) を有し，電子を放出し

やすい特徴も有している[2] 。 

本研究では化学気相堆積（CVD）法を用いて

c-BN 薄膜を Si の突起（エミッタ）上に成膜し、

電界放出特性評価を行った。 c-BN 薄膜を Si エ

ミッタ上に堆積することにより、大電流、低閾値

電流放出、長時間安定性といった電界放出特性の

向上が示された。 

CVD 法による BN 成膜では、鉄薄膜を基板

上に堆積することで c-BNが六方晶 BN に優先

して成長することが分かっている[3]。電界放出

特性の評価のため、Siエミッタに c-BN 薄膜を

堆積させた場合の電流‐電圧特性を計測した

（Fig. 1）。エミッタは Si の異方性エッチング

により作製し、電界放出計測ではエミッタ‐対

向電極間に電圧を印加して一つのエミッタか

ら得られる電流量を計測した。c-BN 薄膜を成

膜した Siエミッタにおいて、大電流 (27 μA)・

低閾値 (11 V/μm) での放出電流が得られるこ

とが分かった。FN プロットが直線を示すこと

から、測定された電流は電界放出によるものと

考えられる。安定性評価のため、一定電界下で

の放出電流量の時間変化を計測した（Fig. 2）。

20 V/μmの電界下で放出電流量の測定を行い、

10
-6～10

-5 
A の電流量で連続して電流放出され

ることを確認した。 

以上の結果から c-BNの電子源材料としての

優位性が示された。 

 

Fig. 1 Field emission properties (a) I-V 

characteristics of c-BN emitter (b) FN plot 

 

Fig. 2 Stability of emission current  
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